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2014年 Zhaoらによって SnSe単結晶 b軸方向において 923 Kで ZT = 2.6が報告された[1]。この

高い ZTは 973 Kで 0.25 W/m Kという非常に低い格子熱伝導率に起因する。この報告を皮切りに

SnSe系の多結晶バルクで多くの研究がされてきた。しかし薄膜化することで格子ミスマッチによ

る疑似圧力効果や量子効果が期待できるが、作製温度や格子ミスマッチが異なる SnSe薄膜の熱電

性能に関する研究報告は少ない。そこで本研究では良質なエピタキシャル膜が得られるパルスレ

ーザー蒸着法(PLD 法)で SnSe 薄膜を作製し、

構造及び熱電特性を評価し、最適な成膜条件を

探ることを目的とする。 

SPS法で得られた SnSe多結晶バルクを 10 

×3 mmの大きさに切削しターゲットとした[2]。

SnSe薄膜は PLD法による真空中(10-8 Torr), 成

膜時間 4 h, 基板温度 Ts = 293 K, 573 K, 673 K

でそれぞれ作製した。基板は STO, MgO単結晶

及び, quartzを使用した。構造評価は粉末 X線回

折(XRD)法を行った。電気抵抗率ρは直流四端子法、ゼー

ベック係数 Sは定常熱流法によりそれぞれ 10 K - 300 Kの

範囲で測定した。 

Fig. 1に MgO基板上の SnSe薄膜の XRDパターンを示

す。Ts = 293 K, 573 Kの試料では(h00)配向が見られたが、

Ts = 573 Kの試料は Ts = 293 Kの試料に比べてピーク強度

が強い結果となった。Ts = 673 Kの試料では SnSeのピ

ークは消失し基板から SnSeが再蒸発したと考えられる。

Fig. 2に Ts = 293 Kで作製した膜と SPSで作製した配向

バルクのρの温度依存性を示す。Ts = 293 Kで成膜したものは 300 Kで 3桁程度バルクに比べて高

い値を示した。講演では、単結晶薄膜に対する熱電特性について議論する。 
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Fig. 1 MgO基板上の SnSe薄膜の XRDパターン 

Fig. 2 SnSeの電気抵抗率ρの温度依存性 
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